
CONNECT     - COLLABORATE.    - INNOVATE.    - GROW.    - PROSPER

SEMI China CSM Std. Technical Committee

SiC Epitaxial Wafer Task Force

Gan FENG

General Manager

Epiworld International Co., LTD

Dec. 5, 2024



12/17/2024 2

SECTION TITLE

Leaders of 4H-SiC Epitaxial Wafer Task Force

No. Name Company Industry Chain

1
Gan FENG

冯淦
Epiworld International Co., LTD

瀚天天成电子科技（厦门）有限公司
Epitaxial

外延生产企业

2
Guosheng SUN 

孙国胜
Institute of Semiconductors, CAS

中科院半导体所
Epitaxial Research Institute

外延研究机构
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No. Name Company Industry Chain

1
Zhixia CHEN

陈志霞
Epiworld International Co., LTD

瀚天天成电子科技（厦门）有限公司（外延）
Epitaxial

外延生产企业

2
Yi WANG

王翼

The 55th Research Institute of China Electronics Technology Group 
Corporation

中国电子科技集团第五十五研究所

Epitaxial
外延生产企业

3
Weili lU
芦伟立

Heibei Semiconductor Research Institute
中国电子科技集团第十三研究所

Epitaxial
外延生产企业

4
Chengzhan LI

李诚谵
CRRC Times Semiconductor Co., LTD

株洲中车时代电气股份有限公司
Device

器件制作企业

5
Jianxin JI
计建新

TOPE Technologies Co.,LTD 
绍兴澎芯半导体有限公司

Device
器件制作企业

6
Guanagyan SHI

施广彦
Global Power Technology Co., LTD
泰科天润半导体科技（北京）有限公司

Device
器件制作企业

7
Yingmin WANG

王英民

China Electronics Technology Group Corporation No. 46 Research 
Institute 

中国电子科技集团公司第四十六研究所

Substrate Research 

Institute

衬底研究机构

8
Zongjing SHE

佘宗静
Tankeblue Semiconductor Co., Ltd
北京天科合达半导体股份有限公司

Substrate
衬底生产企业

9 Tom Barbieri Wolfspeed
Substrate & Epitaxial
衬底 & 外延生产企业

Members of 4H-SiC Epitaxial Wafer Task Force
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Members of 4H-SiC Epitaxial Wafer Task Force

No. Name Company Industry Chain Remark

10
赵丽丽

Lili ZHAO
哈尔滨科友半导体产业装备与技术研究院有限公司

Substrate Research 

Institute

衬底研究机构

11
倪炜江

Weijiang Ni
安徽芯塔电子科技有限公司 Device

器件制作企业

12
Masayoshi 

Obara
Shinetsu Handotai Device

器件制作企业

13
Toshimasa 
Yamamoto 

DENSO Device
器件制作企业

14
丁雄杰

Qiongjie DING
广东天域半导体股份有限公司 Epitaxial

外延生产企业
2023Q3新加入工作组

15
嵇青胜
Bovey

瑟米莱伯贸易（上海）有限公司
Semilab Trade（Shanghai）Co., Ltd. 

Instrument &Equipment 

仪器&设备
2023Q4新加入工作组
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Documents in Work

SEMI Draft Document: 4H-SiC homo-epitaxial wafer Specification 4H-SiC同质外延片标准

➢ Progress of Documents Work 标准工作进展

⚫  Jan. 2022: Passed the first cycle voting by SEMI Global Compound Semiconductor Technical Committee(通过semi

化合物半导体标准技术委员会第一轮全球投票）.

⚫  Jun. 2022:  Passed SEMI ISC Audits & Reviews SubCommittee review （通过SEMI ISC Audits & Reviews 

SubCommittee 审阅）. 

⚫ Jul. 2022: Passed ratification ballot（通过全球补充投票阶段）.

⚫ Oct. 2022: Passed A&R review stage, publication pending（通过A&R审阅，现正等待正式发布中）.

⚫ Apr. 2023 Published. 正式发布.
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Documents in Work

SEMI Draft Document (Published): M092-0423 4H-SiC Homoepitaxial Wafer 

Specification 4H-SiC同质外延片标准
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Documents in Work

SEMI Draft Document (Published): M092-0423 4H-SiC Homoepitaxial Wafer 

Specification 4H-SiC同质外延片标准
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SECTION TITLE

Documents in Work

SEMI Draft Document (Published): M092-0423 4H-SiC Homoepitaxial Wafer 

Specification 4H-SiC同质外延片标准
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Documents Request Inactive

SEMI Draft Document: None
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Documents Request Abolished

SEMI Draft Document: None
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